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【はじめに】高精細なフレキシブル有機 EL ディスプレイのバックプレーンには、フォトリソグ

ラフィ等の微細パターン形成技術を容易に用いることができるボトムコンタクト型の有機 TFTが

適している。しかし、フォトリソグラフィ工程で作製した短チャネルの有機 TFTで高移動度と高

安定性を両立することが難しく、シャドーマスクを用いて作製した有機 TFTに比べて性能が劣る

場合が一般的である。本研究では、種々の高分子絶縁材料をゲート絶縁膜として用いた結果、電

極形成後のゲート絶縁膜表面粗さがトランジスタ性能に強く影響していることを見出したので報

告する。 

【実験】ガラス基板上に Alを 30 nm真空蒸着し、ゲート電極を形成した。その上に、塗布形成可

能な様々な高分子絶縁体材料をスピンコート法により成膜してゲート絶縁膜とした。その後、全

面に Au を 50 nm 真空蒸着し、フォトリソグラフィ法によってソース・ドレイン電極対（チャネ

ル形状W/L : 500/5 m）にパターニングした。最後に、有機半導体としてペンタセンを 50 nm真

空蒸着し、典型的な短チャネルのボトムゲート・ボトムコンタクト型有機 TFTを作製した。有機

TFTの特性は N2雰囲気下で測定した。 

【結果と考察】ソース・ドレイン電極形成後のゲート

絶縁膜の表面粗さと有機 TFT の移動度との関係を図 1

に示す。表面粗さが大きくなるにつれて移動度が低下

する傾向を見出した。特に、表面粗さが 1 nm以上にな

ると急激に低下している。この表面粗さはペンタセン

の結晶成長にも強く影響し、ゲート絶縁膜の表面粗さ

が大きいほどペンタセンのグレインサイズは小さくな

る傾向も見出した。以上の結果から、表面粗さが移動

度低下の要因となっていることが分かった。ソース・

ドレイン電極形成プロセスでのゲート絶縁膜表面への

ダメージを抑制する、あるいはプロセス耐性のある絶

縁材料の採用が重要と結論づけられる。 

図 1. ゲート絶縁膜の表面粗さ

と移動度との関係 
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